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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Integriertes Mikroelektronikmodul mit Getter-Volumenelement 
@ Es wird ein integriortes Mikroelektronikmodul offon- 

bart. Das Mikroelektronikmodul umfafct ein Gehause mit 

einer Basis, Seitenwanden und einem Deckel. Die Basis, 

die Seitenwande und der Deckel weisen Innenflachen auf, 

die einen eingeschlossenen Bereich mit Wasserstoffalo- 

men darin definieren. Elektrische Leitungen sind durch 

Offnungen in den Seitenwanden angeordnet. Ein Mikro- 

elektronikchip ist an der Basis angebracht und mit den 

elektrischen Leitungen elektrisch verbunden. Der Chip ist 

fur elektrisch schadliche Wirkungen der Wasserstoffato- 

me anfallig. Ein Wasserstoff-Getter-Volumenelement ist 

aus Titan hergestellt, mittels Epoxy an einer der Innenfla- 
chen angebracht und weist eine AuRenflache auf, die im 

wesentlichen f rei von Oxid ist. Die Wasserstoffatome ver- 

binden sich chomisch mit dom Ttan, so dafc der oingo- 
. schlossene Bereich im wesentlichen wasserstofffrei wird. 

Eine Schicht Palladium verhindert, dafc sich an der Au- 
C fcenflache des Getter-El em entes Oxid bildet 
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Bcschreibung 

Gcbiet dcr Erfindung 

Die vorlicgcndc Erfindung bcuifft im allgcmcincn intc- 
gncric Mikroclcktronikmoduic und insbesondcrc cin inte- 
grates Mikroelcktronikmodul mil cineni Wasscrsloff-Gct- 
icr-Volumenelcmcnt. 

Stand dcr Tcchnik 

Intcgricrtc Mikroclcktronikmoduic werden vcrwcndct 
urn intcgricrtc Schaltkreise mil Mikrowelicn- odcr Hybrid- 
clcktromk und vcrwandtcKomponcntcn aufzunchrnca Dies 
kann Chips fur integrierte GalJiumarscnid- odcr Silitium- 
schaltkreisc, Kondcnsaiorchips, Widerstandschips. Kupfer- 
drahi-Toroidc (-Ringkernc), Ohcrflachcnschallwcllenvor- 
nchtungcn, Sibcium-Obcrflachcnscnsorcn und dcrglcichcn 
umfasscn. Integrierte Mikroclcklronikmoduic werden 
^aa f? 1 - alS into S ri ertc MikroweJlenanordnungcn 
(IMA s integrated microwave assemblies) bezcichnet 
Die clektnschc Lcistung deranigcr intcgrierter Schaltkreise 
und anderer Koniponenten des Moduls wird durch Wasscr- 
stofT ungunsfig becinfiufit. Daiier muB dafiir Sorge geiragen 
werden, den Wassersloffpegel in dem Modul wahrend der 
Bctncbslebensdauer zu minimiercn. Dies umfaBt das Ent- 
ferncn von Wasserstoff vor dem dauerhaften VcrschlieBcn 
des Moduls, und vorzugsweisc, da8 nachfolgcnd frcigesetz- 
ter Wasserstoff aus dem Inneren des Moduls absorbiert wird 
nachdem das Modul hennetisch verschlossen ist, urn so die 
emgeschlossenen integrierten Schaltkreise in einer Umge- 
bung mil einem moglichst niedrigen Wassersioffpegel oder 
einer "wassersloffreien Umgebung" zu halten. 

Die haufigsten Quellen von Wasserstoff sind die gaJvani- 
sierten Melallschichlen des Modulgehauses und in bcsiimm- 
ten Fallen das Gchausc sclbst. In diescn Fallen setzi sich 
Wasserstoff durch Galvanisiercn und aus dem Gehause in 
das Modul freu wenn das Modul, bci spiels weise wahrend 
des Ibsls bei erhohicr Tcmperatur odcr des thermischen Zy- 
klus, erwarmt wird. Das zu meist gcbrauchliche Verfahren 
zum Hntferncn des WasserstofTs besleht darin, den eingeia- 
gerten WassersfofTin die Atmosphare abzulcitcn, indem das 
Modul und seine Koniponenten vor dem dauerhaften Ver- 
schlieBcn des Moduls fur einc iangcrc Zcitdaucr ausgehcizt 
werden. Aufgrund eines Fehlens einer ProzcBsteuerung rc- 
sulliert dieses Verfahren manchmal in einem hoheren Was- 
serstoffpegel. 

Hinsichtlich des Galvanisicrens nulzen herkommJiche 
Module ein metallisches Gehausernaterial, beispielsweisc 
em A40-Malerial, das dazu neigt, hohe Wasserstoffpegel 
einzuJagern. Das A40-Matcrial umfaBl einc Mischung aus 
40% Sihcium und 60% Aluminium. Das A40-Material 
weist mharent vieie Gase auf, die in diesem resideni sind 
Deramge Gase umfassen Wasserstoffgas, das von diesem 
konunuierhch in den hermetisch verschJossenen Innenrauni 
emittiert wird. 

Urn derzeit Wasserstoff aus dem hermclisch verschlossc- 
nen Innenraum zu entfernen, werden mchrerc diinne Schich- 
ten aus Titan auf die TJntcrseite des Deckels abgeschieden 
bevor er verschweiBt wird, urn den Gehauseinnenraum ein- 
zuschhcBen. Wie gut bekannt ist, wirkt Titan als Getier (Ma- 
terial zur Bindung von Gasen) fur die Wasserstoffalomc die 
sich mil dem Titan chemisch vcrbinden. TaLsachlich absor- 
biert jedes lltanatom maximal zwei Wasscrstoffatome. Die 
Gesamtdicke diescr Titanschichtcn ist rclativ gcring i c 
zwischen einigen hundert und ctwa 100(X) Angstrom. Soinit 
ist das Volumcn des TiUns. das als Getter verttjobar isu auf 
den Bereich des Deckels und die Dicke der Tkanabschei- 
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dung begrenzt. Dies konnte ein Problem hervorrufen, wenn 
groBc Mcngen von Wasserstoff von dem Gchausc emittierl 
werden. Fcrncr muB die Reliability des dunncn Filmmateri- 
als zum Bindcn von Wasserstoff sorg fa liig uberwachi wcr- 
5 den, da sich die Adhasion des dunncn Films zu dem Deckel 
des integrierten Mikroelektronikmoduls bci cincr schr kJci- 
nen Anderung der Bcdingungcn des Ilerstcilungsprozesscs 
vernngern kann. AuBcrdem isi die Abscheidung von Ulan 
auf eincn Deckel cin langsamer, teurcr IVozcB. 'I\pischer- 
10 weise kosict jeder Deckel mchr als einigc hundcil Dollar 
Folghch isi die Nachfragc nach integrierten Mikroclckiro- 
nikmodulcn durch cine Kostcn-Nutzen-Abwagung limitiert 
Im Nuklcarbcreich werden Titangetlcr verwendet uni 
Wasserstoff zu absorbiercn. Abcr dcrartige Getter sind auf- 
la grund dcr Existenz einer Oxidalionsschichl. auf der liian- 
obernache nur bei Temperaturen hoher aJs 4(KH; cffekliv. 
Temperaturen diescr (jroBenordnung konncn beim Hcrstcl- 
len intcgrierter Mikroclcktronikmoduic nichl lolcricrl wer- 
den. da sic die Lotverbindung urn den Mctallring und das 
20 Glas schmeJzcn, die die DurchFuhrungsoffnungen in den 
Modulcn vcrschlieBen,sowieEntspannungs- und Durchbic- 
gungsproblemc crzeugen wurden. 

Was dahcr benotigt wird, ist ein integricrtes Mikroelck- 
ironikmodul, das cinen massiven Volumengetier zum Ab- 
25 .sorbieren des Wasserstoffes aufweist, der in dem Gehause- 
innenraum ausgebildetisu und der relativeinfach und nicht 
teuer zu fertigen isi sowie unter Verwendung von Stapelvcr- 
arbei tungsverfahren erzcugt werden kann. 



Zusammcnfassung dcr Hrfindung 



Die vorherigen und andere Nachicile des Slandes der 
'J^hnik werden von der vorhegenden Erfindung behandell 
und uberwunden, die ein integriertes Mikroelektronikmodul 
K bereilstellt, das ein Gehause mil einer Basis, Seitenwanden 
und einem Deckel aufweist, die eine Vielzahl von Innenrla- 
chen bilden, wobci die Seitenwandc Offnungen durch die- 
selbe aufweisen. Elektrische Leitungen sind durch die Off- 
nungen angeordnet, die mittels eines Metallringes und Glas 
40 hennetisch verschlossen sind. Ein Mikroelekironikchip ist 
auf derBasis angebracht und mitden elektxischen I^ilungen 
eiektnsch verbunden. Ein Wasserstoff-GcLier-Volumenele- 
ment isi aus Tuan hcrgestellt, das cine auBere Flache auf- 
weist, die im wesentlichen frci von Oxid und an einer der In- 
45 nenflachen gesichert ist. Eine diinne Schicht aus Palladium 
ist an dcr AuBennache gcbildcu urn zu verhindcrn. daB dicse 
oxidiert. Wasserstoffatomc, die von dem Gehause emiiticrt 
werden, vcrbinden sich chenusch mil dem Titan, so daB der 
Innenrauni des Gehauses im wesentlichen frei von Wasser- 
50 stoff ist. Dies verbessert die elektrische Leistung und die Le- 
bensdauer des Mikroelckironikchips. 

Die vorherigen und zusattliche Merkinale und Vorteile 
dicser Erfindung werden aus der folgenden detaillierten Bc- 
schreibung und den Figuren der beigefugten Zeichnungen 
& ersichtiich. Bei den Figuren und der schriftlichen Bcschrei- 
bung bczcichnen Bezugszeichcn die verschiedenen Ele- 
ment der Erfindung, wobei sowohl in den Figuren der 
. Zeichnungen als auch in der schrifUichcn Beschreibung 
gleiche Bezugszeichen gleichc Elemente bezeichnen. 

60 

Kurzbeschreibung der Zeichnungen 



Fig. 1 ist einc orthogonale Ansicht eines crfindungsgema- 
Ben integrierten Mikroelektronikmoduls. Der Einfachheit 
65 haibcr beim Betrachtcn des Inncnraums des Moduls ist dcr 
Deckel nichl dargesteilt. 

Fig. 2 ist eine Qucrschnittsansicht entiang dcr Linicn II-II 
des integrierten Mikroelektronikmoduls von Fig. 1 cin- 
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schlicBlich dcs Deckels. 

Fig. 3 ist. cine Qucrschniltsansicht. cntlang dcr Linien 111- 
III des Wassers lolT-CjCiler- Vol utnc nclc men les von Fig. 1. 

Dclailiicrlc Heschrcibung dcr bcvor/uglcn Ausfuhrungs- 
form 

Wie in Fig. 1 und Fig. 2 dargesielll, slclll die vorlicgende 
Erlindung cin irn allgcmcincn durch das Bezugszeichcn 10 
angcgcbcncs in legri erics Mikroclcklronikmodul bcrcit. Das 
integrierie Mikroeleklronikniodul 10 urnfaBl. ein Gehausc 
12, cincn Mikroolektronikchip 14 und ein Getter- Vol umcn- 
clcmcnl 16. 

Das Gehause 12 umfaBt cine Basis 20, vier Seitenwandc 
22 und cinen Deckel 24 (siehe Fig. 2), die aus cincm mclal- 
lischcn Material hcrgesielli sind. Das Gchiiusc 12 hat cine 
Block form und ist. ini spezicllen ein Quadcr. Die Basis 20, 
die Seitenwandc 22 und dcr Deckel 24 bilden cine Viclzahl 
von ebenen Innenflachen, die einen Innenraum dcs Gehiiu- 
scs 12 defwieren. 

Die Basis 20 hat in Aufsicht cine Rcchicckform. Zum Bc- 
fcsligen dcs Gchauses 12 in seiner Systcrnkonfiguralion cr- 
slrcckcn sich Befcsiigungsnasen 28 von dcr Basis 20. Die 
vier Scilenwande 22 sind eben falls rcchieckig, wobei gegen- 
uberliegende Scilenwande 22A und 22B zylindrische Off- 
nungen 26 durch dieselben aufweisen, urn auf diese Weisc 
eine elektrische Durchfuhrung zu bilden. Die Basis 20 unci 
die Seitenwandc 22 sind aus eineni A40- Material herge- 
stellt, das eine Mischung aus 40% Silicium und 60% Alumi- 
nium ist. Allcrnativ konnten die Basis 20 und die Scilen- 
wande 22 aus Kovar m -Malcrial hergestellt werden, das 
eine Lcgierungsmischung gcringer Ausdehnung aus Koball, 
Stall 1 und Nickel ist. 

Der Deckel 24 ist ebenfalis cin dunnes, flaches rechtecki- 
ges Baulcil und ist aus ein em 4047- Material hergestellt, das 
eine von der Finna Lucas- Mi lhaupi hergeslcllle Tauchlollc- 
gierung ist. Dcr Deckel 24 ist. mil: LaserschweiBungcn 27 urn 
scincn AuBenumfang an den Scitenwandcn 22 gesichcrt. 
Die LaserschweiBungcn 27 bilden cinen hermetischen Me- 
mll-Mciall- VerschluB, dcr vakuuindicht ist. Wasserstoff in 
der auBcrcn Umgcbung kann somii nicht in das Gehausc 12 
eindringen. Dieser Effekl ist jedoch ein vicl kleinercs Pro- 
blem, als die Erzeugung von Wasscrstoff in dem Innenraum 
durch das Gehause 12 selbst. Wie erwahnt, isl das mctalli- 
sche Gehausc 12 stark leitfahig. Vorzugswcisc sind allc In- 
ncn- und AuBcnflachen des Mctallgehauses 12 gaJvanisicrl, 
um die Leitfahigkcii zu verbesscrn. WasserstofTgas liegt in- 
hareni in alien Elemenicn des Mctallgehauses 12 vor und 
wird im allgemeinen von den Elcmcnlen, wenn das Modul 
wahrend der Herstellung crwarmi wird, oder im Laufc dcr 
Zcit emittiert, wenn der Wasserstoff aus der Metal Imischung 
cntweichl. Wie gut bekanniisU stcllcn galvanisicrte Oberfla- 
chen eine andcre starke Wassersloffquelle dar, die die Was- 
scrstoff atome in dem Innenraum dcs Gehauses 12 verrnch- 
rcn. 

Der Mikroclektronikchip 14 umfafil eleku-onische Schalt- 
kreise, lcitfahigc Eingangsanschliissc und lcitfahigc Aus- 
gangsanschliissc zurn Empfangen von Leistung und Ein- 
gangssignalcn sowic zum Erzeugen von Ausgangssignalen 
zu den externen Schaltkreisen (nicht gczcigt). Er isl auf der 
Basis 20 mil eincm EpoxyklebslofT 34 verklebt, der vor- 
zugswcisc Silber enthait. Vorzugswcisc ist der Chip 14 ein 
Gallium-Arsenid-Chip. der zwischen 10 mils 2 und 
500 mils 2 groB scin kann, auch wenn Chips fur integrierie 
Hybrid- odcr andcre Mikrowcllenschaltkrcisc verwendet 
werden konnen. Allcrnativ konntc der Chip ein Siiiciumchip 
scin. dcr einen Bcrcich gleich oder groBcr als 1 Quadratinch 
hat. lis sol He erkannt werden, daB, obwohl nur cin Chip ge- 



zeigt ist, die Basis mil vielen Chips fiir integrierie Schalt- 
kreisc sowic Chipkondcnsatorcn, Chipwidcrslande, Kupfcr- 
draht-Toroide, Oberfiachenschallwcllenvorrichtungcn und 
Druckscnsoren besliickl scin kann. Drahlc36, vorzugswcisc 

5 aus Gold hcrgesielli, crstrcckcn sich von Icilfahigcn Ein- 
gangs- und Ausgangsanschliissen auf dem Mikroclektronik- 
chip 14. Elektrische Durchfuhrungsleitungen 38 sind durch 
die OlTnungen 26 in den Scitenwandcn 22 angcordnel und 
dicnen zum Leitcn von elcktrischer Ijcistung und Eingangs- 

10 und Ausgangssignalen zu und von dem Mikroclektronikchip 
14. Die eleklrischcn Ixilungen 38 sind mil den Drahten 36 
verbunden und im allgcmcincn aus Kovar™-Material her- 
gestellt, Ein zylindrischer Mctallring 40, vorzugswcisc aus 
Kovar 1 M -Malerial hcrgesielli, ist in eincr PrcBvcrbindung 

15 (lurch jedc der OlTnungen 26 eingepaBt und mil eincm Lot, 
das 80% Gold und 20% Zinn aufweisl, milder zyiindrischen 
Wand dcr Offnung 26 verbunden. Das LoihaL eine Schnicl/.- 
lempcratur von 278°C. Ein Glas 44 halt die 1-cil.ungcn odcr 
Mittclstiftc 38 der Durchfuhrungcn in Position, und kapsclt 

20 und vcrsiegelt die Leitung 30 rclativ zu dem Mctallring 40. 
Das Glas 44, das ein Corning™ -Typ 7052 odcr cin Cor- 
ning ™-Typ 7070 scin kann, ist sowohl fur Wasscrstoff- als 
auch Heliunigasc undurchlassig. Corning™-Typ 7052 isl 
cin Borsilikalglas, das einen thcrmischen Ausdehnungsko- 

25 effizienlen aufweisi, der an den des Kovar™ angepaBt. ist, so 
daB sich allc Elemcnte ohne eine Leckagc wicderholend 
ausdehnen odcr kontrahieren konnen, wenn sich die Tempe- 
ratur dcs Moduls andcrl, und dient. als VerschluB des Innen- 
raums des Gchauses. Glas vom Corning™-Typ 7070 hat ei- 

30 nen thcrmischen Ausdchnungskocflizienten, dcr an Wol- 
fram angepaBt ist, bildei aber einen akzcptablcn VerschluB, 
der gcwissermaBcn an Kovar™ angepaBt isl, und weisi eine 
niedrige dielektrische Konstante und einen geringeren Ver- 
lustfaklor bei hoheren Frcqucn/^n auf. 

35 Untcr liczugnahnie auf Fig, 3 hal das Getter- Volumenele- 
mcni 16 in Aufsicht cine im allgcmcincn rechtcckige Fonn 
und unifaBt. cincn 'Utanchip 50. Dcr Titanchip 50 ist im all- 
gcmcincn ctwa 50 mils 2 groB und 25 mils dick, und isl mit- 
tels eincr Gallersage aus einem 'Illanschicht block gesagt, 

40 wic z. B. der, dcr von Alpha Metals vcrkaufi wird, dcr 
4 Inch lang und breit ist. Vortcilhaftcrweisc slclll. dcr rclativ 
dickc Titanblock mchr Atomstellcn bereit, als mil den diin- 
nen Pilmen abgeschiedenen Titans derbekannten Getter cr- 
reichi werden konnen, die auf eine Dicke in der GroBcnord- 

45 nung von 3000 bis 10000 Angstrom limilierl sind. Allcrna- 
tiv konntc der Getter- Volumenchip 50 zwischen 10 und 
100 mils (i. e. 2.540.000 bis 25.400.000 Angstrom) dick und 
aus eincr Tilanlegicrung hergestellt sein, Somil stellt diese 
Erfindung einen Tilankorper mil einer groBcn Kapazitat zum 

50 Binden von Wasserstoff bereil, Eine diinne Schicht aus Pal- 
ladium 52 ist auf dem Titanchip 50 ausgcbildet. DicPalladi- 
umschicht.52 hat eine Dickc zwischen 300 und 3000 Angst- 
rom. Die Palladiumschicht dicnt als Sperrmaterial, das Was-- 
scrstoff durchlassen kann, aber den Durchgang andcrer Gase 

55 verhinderl, Somit vcrhindert sie ein zukiinlligcs Oxid- oder 
Nitridwachstum auf dem darunterliegenden Titanvolumen- 
chip 50. Allcrnativ kann eine metal lische Schicht odcr eine 
melallischc Schicht mil mchreren Elemenicn, die Palladium 
als Hauptbestandleil aufweisen, als Schutzschicht verwen- 

60 del werden, vorausgesetzt, daB sie keine inlermctallische 
Lcgierung bildet. Das Getter- Volumenclemenl 16 ist mil ei- 
nem EpoxyklebstofT 58 einer der Innenfiachen gesichert. 
Dcr Epoxyklcbstoff 58 ist fur Wasserstoff durch lassig und 
aus einem Icilfahigcn Material hergcsielll, Er ist ionisch 

65 rein, so daB er kcin Chlor, Fluor, Brom odcr Iod cnthalt. An- 
sonsten konntcn Spuren von Vcrunrcinigungen Elckirolyte 
in dem Gehause erzeugen. Der Epoxyklcbstoff 58, bei- 
spielswcise die von Ablestick als 84-1 oder 965 1L vcrkauf- 
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len, isl ctwa 2 mils dick, nachdcni er ausgcharicl isl. Alter- 
nativ konnie das lipoxy cincs von Kpolcch bergestelllcs odcr 
cin Filmepoxy in Form cincs Klebstreifens scin, und cine 
Dickc zwischen 1 mils und 5 mils aufweisen. Der Fpoxy- 
kiehsloff 58 bindei ab, wenn cr auf cine Tempcralur von 5 
ctwa zwischen 15()°C und 165°C erwarnii wird. 

Bei dcr bevorzuglen Ausfiihrungsform ist das Getter- Vo- 
lumcnclcmcnl 16 an dem Deckel 24 gesichcrt (siehe Fig. 2), 
auch wenn es, wie bei 16B bzw. 16C in Fig. 2 dargesiellu an 
dcr Seiienwand 22 oder dcr Basis 20 positioniert und gesi- 10 
chert scin konnie. 

TJm das Getter- Vol umcnclcmcnl 16 hcrzuslcllen, wird 
erst die AuBenflache dcr Titanschichl umfassend mil IJ> 
sungsmiticln gcreinigt. Dann wird cine Oberflache mil ei- 
ncm TonensLrahl fur einige Minuten in einer Vakuurnkani- 15 
mer geatzt, Als nachstcs wird die diinnc Schichl Palladiujn 
in dcr gleichen Kammer, in dcr das Ionenslrahimzen durch- 
gcfiihrl wurdc, auf die rcinc Tilanobcrfiachc aufgcdampfi 
oder aufgcspriihi, Somit isl. nur cin Evakuiervorgang erfor- 
dcrlich. Rs sollle beaehtel werden, daB sich Tilanoxid oder - 20 
nitrid ohne wcilcres auBcrhalb der Vakuumkammer MJdeL 
wobei durch cine Minimierung der Evakuiervorgangc die 
BiJdung von Oxidcn oder Nilriden minimierl wird. 

Urn das intcgrierle Mikroelektronikmodul 10 zusammen- 
zwbauen, wird tier Inncnraum des Gehauses 12 mil. dem Mi- 25 
kroelektronikchip 14, dem Getter- Volumcnelemenl 16 und 
anderen elektronischen hybriden Elenientcn bestuckt. Vor- 
leilhafierweise kann erfindungsgemaB jedes Getter- Volu- 
menclcmcnl 16, falls gewunschu ohne schadiichc TilTeklc 
hcrgestellt und gclagert werden, bevor es in dem Gehause 30 
angeordnei. wird. Dann werden die Golddrabtc 36 mil den 
elektrischen Ixilungen 38 verbunden, und es wird ein dem 
VerschlieBen vorgelagerter Reinigungsvorgang durchge- 
fiihrt. Nach dem dem VerschlieBen vorgelagerten Schriu. 
wird der Gehauseinnenraum unter Vakuum ausgeheizt, urn 35 
Feuchtigkeil oder org anische Spuren zu cntfernen. Im allge- 
meinen daucrt das Aushcizen umcr Vakuum ctwa 16 Slun- 
den bei einer Temperatur von 150°C, die gcringer als die 
Schmelzlemperalur der Ixiiverbindung des Rings (i.e. 
278°C) und des Glases 44 ist. Danach wird die Anordnung 40 
in eine verschlosscne Kammer gcbrachL wo ein inertes Gas 
aus Argon mil einer Spur von Helium cingebrachi und der 
Deckel 24 mil den Seitenwanden 22 lascrverschweiBt wird. 
Dies verschlieBt das Helium- Argon-Gas in dem Innenraum 
des Gehauses und ermoglicht es, eine Leckagc in dem her- 45 
metischen VerschluB zu entdecken, 

Patentanspruche 

1 . Ein inicgricrtes Mikroelektronikmodul (10), nut 50 

~ einem Gehause (12) mil einer Basis (20), Sei- 
tenwanden (22) und einem Deckel (24). die eine 
Vielzahl von Innenfiachen bilden, wobei die Sei- 
tenwande (22) Offnungen (26) durch dieselben 
aufweisen, 55 

- elektrischen Leitungen (38), die durch die Off- 
nungen (26) angcordnet sind, 

- einem Mi kroelektronikchip (14), der auf der 
Basis (20) angebracht und mil den elektrischen 
Leitungen (38) elektrisch verbunden isL 60 

- einem Wasserstoff-Geuer-Element (16), das 
aus Titan hergesteUl ist und eine AuBenflache auf- 
weist, die im wesenllichen frci von Oxid ist, und 

- Einrichtungen (58) zum Sichcrn des Wasser- 
sioff-Gcitcr-Elcrncnics (16) an cincr dcr Inncnfla- 65 
chen. 

2. Das Mikroelektronikmodul (10) gernaB Anspruch 1. 
nut: 
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einer Schichl (52) Palladium, die an dcr AuBen- 
flache gebildct ist. 

3. Das Mikroelektronikmodul (10) gernaB einem der 
vorhergchenden Anspriiche, mil.: 

mil einer an der AuBenflache gcbildclen 
Schichu die Palladium als ihren Haupibcstandicil 
aufweist. 

4. Das Mikroelektronikmodul (10) gernaB einem dcr 
vorhcrgehenden Anspriiche, bei dem: 

- die Hinrichtung (58) zum Sichern Epoxv um- 
faBl. 

5. Das Mikroelektronikmodul (10) gernaB einem der 
vorhergchenden Anspriiche. bei dem: 

- das WasserstofT-Geilcr-Elcmcnl (16) im aUge- 
mcincn cine Blockfonn aufweist. 

6. Das Mikroelektronikmodul (10) gernaB einem dcr 
vorhcrgehenden Anspriiche, bei dem: 

- das WasscrstolT-Gcttcr-lilcnicnl (16) an dcr Basis 
(20) gesichcrt ist. 

7. Das Mikroelektronikmodul (10) gernaB einem der 
Anspriiche 1 bis 5, bei dem: 

- das WasserstofT-Getter-Elcrnent (16) an den 
Seitenwanden (22) gesichcrt. isl. 

8. Das Mikroelektronikmodul (10) gernaB einem dcr 
Anspriiche 1 bis 5, bei dein: 

das Wasscrstofi'-Getter-Element (16) an dem 
Deckel (24) gesicherl ist. 

9. Das Mikroelektronikmodul (10) gernaB einem der 
vorhcrgehenden Anspruchc, mil: 

- Einrichtungen (27) zum Befestigcn des Deckels 
(24) an den Seitenwanden (22). 

10. Das Mikroelektronikmodul (10) gernaB Anspruch 
9, bei dem: 

die Einrichtungen (27) zum Befestigen 
SchweiBnahte umfassen. 

11. Das Mikroelektronikmodul (10) gernaB einem dcr 
vorhergehenden Anspriiche, mil: 

Einrichtungen (40, 44) zum VerschlieBen der 
Offnungen (26). 

12. Das Mikroelektronikmodul (10) gernaB einern dcr 
vorhergchenden Anspriiche, bei dem: 

- der Mi kroelektronikchip (14) aus Gallium-Ar- 
scnid hergesteUl isl. 

13. Ein integriertes Mikroelektronikmodul (10), mit: 

- einem Gehause (12) mil einer Basis (20), Sei- 
tenwanden (22) und einem Deckel (24), wobei die 
Basis (20), die Seilenwande (22) und der Deckel 
(24) Innenfiachen aufweisen, die einen einge- 
schlossenen Bereich mit Wasserstoffatomen darin 
definiercn, wobei die Seilenwande (22) Offnun- 
gen (26) durch dieselben aufweisen, 

elektrischen Leitungen (38), die durch die Off- 
nungen (26) angeordnet sind, 

- einem Mi kroelektronikchip (14), dcr an der Ba- 
sis (20) befestigt und mil den elektrischen Leitun- 
gen (38) elektrisch verbunden isu wobei der Chip 
(14) fur elektrisch schadliche Wirkungen der Was- 
scrslolTaiome anfallig ist, 

- einem W&sserstoff-Getter-Element (16), das 
aus Titan hergestellt ist und eine AuBenflache auf- 
weist, die im wesenllichen frei von Oxid ist, wo- 
bei die Wasserstoffalome sich mit dem Titan chc- 
misch so verbinden, daB dcr cingeschlossenc Be- 
reich im wesenllichen wasscrstofTrei wird, 

- cincr Schichl aus mctalhschcm Material (52), 
um zu vcrhindern, daB sich Oxid an der AuBenfla- 
che des Wassersioff-Gcuer-Elementes (16) bildcL 
und 
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- Hinrichlungen (58) zum Sichcm des Wasscr- 
sloff-Gctlcr-Hlemcntcs (16) an einerder Innenfia- 
chcn. 

14. Das Mikmclcklrnnikmodtil (10) gemaB Anspmch 
13, bci dem: 

- das WasscrslofT-Gctlcr-Hlcnicnl. (16) im we- 
senilichcn cine Block for in aufweist. 

15. Das Mikroelckironikmodul (10) gemaB Anspruch 
13 odcr 14, mil: 

- Hinrichlungen (27) /.urn Bcfesligcn des Deckels 
(24) an den Scitenwandcn (22). 

16. Das Mikroelckironikmodul (10) gemaB Anspruch 
15, bci clem: 

- die Hinrichlungen (27) zum Bcfesligcn 
SchweiBnahte umfasscn. 

17. Das Mikroelckironikmodul (10) gemaB eincm dcr 
AnsprUchc 13 bis 16, mil.: 

- Hinrichlungen (40, 44) zum VerschlicBcn dcr 
Offnungcn (26). 

18. Das Mikroelckironikmodul (10) gemaB eincm der 
Anspruchc 13 bis 17, bci dem: 

- die Einrichiungcn (40, 44) zum VerschlicBcn 
eincn aus einem metallischen Material hergeslcll- 
!en Ring (40) und ein Glas (44) umfasscn, die ei- 
nun Glas-Melall-VersehluB biklcn. 

19. Das Mikroelckironikmodul (10) gemaB einem der 
Anspriiche 13 bis 18, bci dem: 

- der Mikroelcklronikchip (14) aus Gallium-Arsenid 
hergcslelll isi. 

20. Das Mikroelckironikmodul (10) gemaB einem der 
Anspruchc 13 bis 19, bci dem: 

- die S chichi (52) aus metallischem Material Pal- 
ladium ist. 

21. Das Mikroclcktronikmodul (10) gemaB eincm der 
Anspriiche 13 bis 19, bei dem: 

- die Schicht (52) aus metallischem Material Pal- 
ladium ais seinen Hauptbestandteil aufweist. 
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